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La presente invention concerne un procede d'obtention d'une couche 
mince d'un materiau semi-conducteur, supportant au moins un composant et/ou 
circuit electronique. 

Dans certains domaines de l'electronique, de l'optique, de I'opto- 
5 electronique ou des capteurs, les evolutions techniques poussent les constructeurs a 
fabriquer des couches minces munies de composants et de circuits electroniques, de 
plus en plus fines. 

En particulier dans le domaine des cartes a puces, il est souhaitable 
que celles-ci soient de plus en plus fines et done flexibles, car elles seront alors plus 
10 tolerantes a la deformation. En d'autres termes, a deformation constante, plus la 
couche mince est flexible et plus il devient possible de realiser des circuits, de 
grande dimension. 

Dans certaines applications du type radio frequence, un circuit 
integre porte par la face avant d'une plaquette constitute d'un substrat de type - 
15 silicium sur isolant (connu sous la marque deposee SOI) est couple a une antenne, 
en vue d'obtenir la detection sans contact. A titre d'exemple, on peut citer un ticket 
de bus ou de metro permettant de valider le passage d'une personne, a distance d'une 
borne emettrice-receptrice. 

L ? avantage de 1'utilisation d'un substrat du type silicium sur isolant 
20 est que la puissance consommee par le composant depose sur sa surface est 
largement plus faible que celle des composants realises sur une couche de silicium. 
A puissance egale, on obtient ainsi une augmentation de la 'distance de 
fonctionnement. 

En couplant les avantages apportes par les composants realises sur un 
25 substrat silicium sur isolant, avec Temploi de couches actives les plus fines 
possibles, il est possible d'obtenir un produit - par exemple un ticket - dont le champ 
d'action est accru et dont la resistance mecanique aux contraintes exterieures est tres 
fortement amelioree. 

Actuellement, Tepaisseur des couches minces avant 'Tencartage", 
30 (e'est-a-dire la fixation de la puce sur la carte plastifiee lui servant de support) est de 
1'ordre d'une centaine de micrometres. 

La technique utilisee pour obtenir cette gamme d'epaisseur consiste a 
effectuer une operation d'amincissement sur la face arriere d'un substrat, e'est-a-dire 
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la face opposee a celle supportant les composants electroniques. Cet amincissement 
est realise par abrasion mecanique a l'aide d'une ponceuse (technique connue sous le 
terme anglais de "grinding") et/ou par attaque chimique a l'acide (dont I'une des 
techniques est connue sous le terme anglais de "spin-etching"). On obtient ainsi des 
5 couches minces d'une epaisseur comprise entre 80 et 120 |im. Cette technique 
perniet de realiser une production a fort volume. 

Diverses tentatives ont deja ete faites pour obtenir des couches 
minces presentant une epaisseur finale inferieure a 100 jam. Toutefois, les 
fabriquants se sont heurtes a des problemes de rendement, du fait du nombre eleve 

1 0 de pieces defectueuses obtenues, notamment du fait des ebrechures ou du clivage 
des plaques. Or, le domaine des cartes a puce est Tun des domaines de l'electronique 
pour lequel les couts doivent etre les plus bas possible, et de ce fait, des pertes de 
rendement de quelques pour-cent, voire meme de quelques dixiemes de pour-cent 
ne peuvent etre tolerees. 

15 Cependant, compte tenu de revolution previsible des cartes a puce 

dans les annees a venir, il serait souhaitable d'obtenir des plaquettes amincies, d'une 
epaisseur voisine de 20 |im, voire meme inferieure, (voir J. Mliller, Semiconductor 
International, p. 191, juillet 2000). 

On connait deja d'apres Tart anted eur, des procedes permettant 

20 d'obtenir des couches minces d'une epaisseur voisine de quelques dizaines de 
micrometres. 

Ainsi, le document EP 0849788 decrit un procede de fabrication d'un 
article semi-conducteur, selon lequel on rend poreuse la surface d'un substrat en 
silicium monocristallin, puis on fait croitre par epitaxie, sur cette couche poreuse, 

25 une couche de silicium non poreux de Tepaisseur de la couche active desiree. On 
obtient ainsi une couche poreuse, done fragilisee, enterree entre deux couches de 
silicium non poreux. On peut ensuite traiter la couche superficielle active de 
silicium pour y deposer des couches supplementaires, par exemple des couches 
dopees, puis on applique un film adhesif sur cet empilement de couches. Enfin, 

30 apres arrachement de ce film adhesif et rupture de Tempilement de couches au 
niveau de la couche poreuse, puis elimination ulterieure du reste de cette couche 
poreuse, il devient possible de realiser des composants electroniques sur la couche 
active de silicium. 

Malheureusement, ce procede se heurte a des problemes lies a la 

35 qualite de la couche cristalline de silicium formee sur la couche poreuse et a la 
realisation de la couche de silicium poreux. En effet, cette derniere necessite des 
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equipements non conventionnels et induit une possibility de contamination 
metallique. 

De plus, ce procede necessite la fabrication d'un substrat specifique, 
avant de realiser les composants electroniques, ce qui peut necessiter de modifier de 
5 maniere significative le procede de realisation des composants. Or, ceci n'est en 
general pas souhaitable pour des raisons de cout. 

On connait egalement d'autres techniques d'obtention de couches 
minces, basees sur le procede connu sous la marque deposee "Smart-cut". Un des 
modes de realisation de ce procede est divulgue dans le document FR 2 681 472 
10 auquel on pourra se referer. 

Ce procede comprend les etapes consistant a soumettre un substrat 
constitue d r un materiau semi-conducteur, a une implantation d'especes gazeuses par 
bombardement ionique, en vue de creer a une profondeur voisine de la profondeur 
d'implantation des ions, une couche de microbulles gazeuses fragilisant ledit 
15 substrat ; a appliquer ensuite un raidisseur sur la surface de la plaquette ainsi 
traitee ; et enfm, a effectuer la separation de la couche mince ainsi formee, du reste 
du substrat, au niveau de la zone fragilisee. Cette couche mince est ainsi repdrtee 
sur un support. 

Dans toutes ces techniques d'obtention de couches minces, on 
20 effectue Timplantation des especes gazeuses sur la face avant du substrat ou de la 
plaquette, c'est-a-dire la face portant, ou destinee a porter, les composants 
electroniques. ^ 

Ainsi, le document FR 2 747 506 divulgue un procede d'implantation 
ionique generant des microbulles gazeuses sur la face avant du substrat, apres la 
25 fabrication des composants electroniques. 

Toutefois, rimplantation d'ions a travers les couches electriquement 
actives constituant les composants electroniques peut creer des defauts qui rendent 
ces composants inutilisables. 

Le document FR 2 758 907 pretend resoudre ce probleme en utilisant 
30 un masquage des zones actives sensibles et en realisant ainsi une couche fragilisee 
discontinue. Toutefois, ce procede reste delicat a mettre en ceuvre. 

Enfin, le document FR 2 748 851 offre une autre solution au 
probleme precite du dysfonctionnement des composants electroniques. Le procede 
qu'il divulgue consiste a realiser rimplantation ionique sur la face avant d'un 
35 substrat, anted eurement a la fabrication des composants electroniques sur cette 
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meme face, puis a effectuer seulement ulterieurement la separation de la couche 
mince. 1 

Ce procede necessite toutefois la realisation d'un substrat specifique 
avant de realiser les cornposants electroniques, ce qui peut necessiter de modifier de 
maniere significative le procede de fabrication de ces cornposants. Ceci n'est en 
general pas souhaitable pour des raisons de cout. 

L'invention a pour but de resoudre les problemes precites et de 
permettre Tobtention d'une couche extremement mince portant des cornposants 
et/ou des circuits electroniques, c'est-a-dire une couche dont Tepaisseur est 
inferieure a 20 jim, voire meme voisine de quelques centaines d'angstroms a 
quelques micrometres. 

A cet effet, l'invention concerne un procede d'obtention d'une couche 
mince d'un materiau semi-conducteur, supportant au moins un composant et/ou 
circuit electronique sur Tune de ses faces, a partir d'une plaquette dudit materiau 
semi-conducteur, cette plaquette presentant une premiere face, dite "face avant", 
supportant - ou destinee a supporter - au moins un composant et/ou circuit 
electronique et une deuxieme face opposee, dite "face arriere". 

Conformement a Tinvention, ce procede comprend les etapes 

consistant a : 

a) implanter des especes atomiques a Tinterieur de ladite plaquette, 
depuis sa face arriere de fa<;on a obtenir une zone de fragilisation a une profondeur 
voisine de la profondeur moyenne d'implantation desdites especes atomiques, cette 
zone de fragilisation delimitant une partie avant s'etendant de ladite face avant a 
ladite zone de fragilisation et une partie arriere formee du reste de la plaquette, 

b) retirer ladite partie arriere de la plaquette, la partie avant obtenue 
constituant ladite couche mince, 

c) repeter, si necessaire, les etapes a) et b) sur la face arriere de ladite 
couche mince jusqu'a ce que celle-ci presente 1'epaisseur desiree. 

Grace a ces caracteristiques de l'invention, il devient possible 
d'obtenir des couches minces avec des rendements eleves difficilement susceptibles 
d'etre obtenus par les techniques de Tart anterieur et sans avoir a modifier le procede 
de fabrication des cornposants electroniques ou a realiser une plaquette specifique 
comme cela etait souvent le cas dans Tart anterieur. 

Selon d'autres caracteristiques avantageuses mais non limitatives de 
l'invention, prises seules ou en combinaison : 
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- le procede consiste avant la toute premiere etape a) a amincir ladite 
plaquette par un procede d'amincissement mecanique et/ou chimique realise sur sa 
face arriere ; 

- il consiste a realiser au moins un composant et/ou circuit 
electronique sur la face avant de ladite plaquette, avant toute etape ulterieure ; 

- l'etape d'implantation d'especes atomiques est une implantation 
d'especes gazeuses ; 

- Tespece gazeuse irnplantee est de Thydrogene ; 

- l'implantation d'especes atomique est effectuee par bombardement 



10 ionique ; 
de materiau 



- la partie arriere se presente sous la forme d'une couche monobloc 

- la partie arriere se presente sous la forme d'une pluralite de copeaux 

de matiere ; 

15 - l'etape de retrait de la partie arriere est effectuee par application 

d'un traitement thermique et/ou de contraintes mecaniques exterieures ; ^ 

- l'etape de retrait de la partie arriere est effectuee par brossage ; 

- l'etape de retrait de la partie arriere est effectuee par soufflage d'un 

jet de fluide ; 

20 - l'etape de retrait de la partie arriere est effectuee par application 

d'un raidisseur sur la face arriere de ladite plaquette, puis application d'un traitement 
thermique et/ou de contraintes mecaniques exterieures sur ce raidisseur ; 

- on applique un raidisseur sur la face avant de ladite plaquette ; 

- le raidisseur est applique avant le retrait de la partie arriere ; 
25 - le raidisseur est applique par depot; 

- le raidisseur est une couche d'oxyde de silicium ; 

- le raidisseur est une plaque rigide ; 

- la plaque rigide est en silicium monocristallin ou polycristallin ; 

- la plaque rigide est en verre ; 
30 - le raidisseur est un film souple ; 

- le raidisseur est un film adhesif ; 

- le raidisseur est une couche de cire ; 

- le raidisseur est applique sur la face avant de maniere definitive ; 

- le raidisseur est applique sur la face avant de maniere provisoire ; 
35 - la plaquette est en silicium ; 

- la plaquette est une plaquette de silicium sur isolant ; 
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- la plaquette est realisee dans un materiau choisi parmi le 
germanium, un alliage de silicium et de germanium (Si-Ge) ? le carbure de silicium, 
l'arseniure de gallium, le phosphure d f indium (InP), le nitrure de gallium (GaN) ou 
le nitrure d'aluminium (A1N). 

5 D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention apparaltront a la 

lecture de la description suivante de trois modes de realisation preferes de 
Tinvention, donnes a titre d'exemples illustratifs mais non limitatifs. Cette 
description est etablie en faisant reference aux dessins joints dans lesquels : 

- les figures 1 a 6 sont des schemas illustrant les differentes etapes 
10 successives d'un premier mode de realisation du procede selon Tinvention ; 

- les figures 7 a 12 sont des schemas illustrant les differentes etapes 
successives d'un deuxieme mode de realisation du procede selon Tinvention, et 

- les figures 13 a 17 sont des schemas illustrant les etapes successives 
d'un troisieme mode de realisation du procede selon Tinvention. 

15 On notera que dans les trois modes de realisation du procede selon 

Tinvention qui sont decrits, les deux premieres etapes (illustrees respectivement sur 
les figures 1 et 2 pour le premier mode, 7 et 8 pour le deuxieme mode et 13 et 14 
pour le troisieme mode) sont identiques. En consequence, elles lie seront decrites en 
detail que pour le premier mode de realisation. 

20 La figure 1 illustre une plaquette 1 presentant une premiere face 

plane 2, dite "face avant", supportant -ou destinee a supporter- au moins un 
composant et/ou circuit electronique 3 et une deuxieme face plane opposee 4, dite 
"face arriere". * 

Par composant et/ou circuit electronique, on entend toute structure ou 

25 element de structure, realisee de maniere complete ou partielle, elaboree dans le but 
de realiser des composants, circuits et dispositifs dans les domaines de 
Telectronique, de Toptique, de Topto-electronique ou des capteurs, et de maniere 
plus generate dans les domaines d'applications liees aux semi-conducteurs. 

L'expression "supportant - ou destinee a supporter - au moins un 

30 composant et/ou un circuit electronique" signifie que soit lesdits composant(s) et/ou 
circuit(s) sont deja realises sur la face avant 2 de ladite plaquette 1 avant de 
commencer les etapes du procede selon Tinvention, soit qu'ils seront realises 
ulterieurement, mais toutefois sur ladite face avant 2, alors que toutes les autres 
etapes du procede selon Tinvention seront realisees sur la face opposee, dite "face 

35 arriere". 
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Dans la suite de la description, et comme represents sur les figures:, 
les composants et/ou circuits 3 seront realises sur la plaquette avant le deroulement 
du pfocede selon l'invention. 

On notera que dans les procedes de Tart anterieur ou les composants 
5 3 sont realises apres l'amincissement, ce dernier a ete realise sur la face avant 2. 

La plaquette 1 est realisee dans un materiau semi-conducteur, celui- 
ci pouvant etre monocristallin, polycristallin ou amorphe, notamment un materiau a 
base de silicium. 

Ce silicium peut etre massif ou etre obtenu par epitaxie sur un 

1 0 substrat 

Cette plaquette 1 peut egalement etre une plaquette de "silicium sur 
isolant", c r est a dire comprenant une fine couche d'isolant (par exemple d'oxyde de 
silicium), inseree entre une couche de silicium actif sur laquelle est gravee le circuit 



electronique et un substrat servant de support mecanique. * 

15 Selon une variante, cette plaquette 1 peut egalement etre' -realisee - r : > 

dans un materiau choisi parmi le germanium, un alliage de siliciurir et de " £~ ~ 

germanium (Si-Ge), le carbure de silicium, Tarseniure de gallium, le. phosphate * 

d'indium (InP), le nitrure de gallium (GaN) ou le nitrure d'aluminium (A1N). ^ 

Cette plaquette 1 presente une epaisseur de plusieurs centaines de - * 5 

20 micrometres, (a titre d'exemple, une plaquette de silicium de 200 mm de diametre r 

presente une epaisseur d'environ 725 |um). En consequence, cette plaquette 1 n'est " 



pas representee a l'echelle sur la figure 1. 

La face arriere 4 de cette plaquette 1 est ensuite amincie par Tun des 
procedes classiques precites, c^st-a-dire par abrasion mecanique et/ou attaque 
25 chimique a 1'acide, comme symbolise par la fleche A. On pourrait egalement utiliser 
ramincissement par gravure plasma. 

On obtient ainsi la plaquette amincie illustree en figure 2 d'une 
epaisseur comprise entre 80 et 1 20 [im, voire meme 40 a 50 jam. 

La face arriere de cette plaquette amincie porte la reference 4\ 
30 Cette etape est avantageuse en ce qu'elle permet d'enlever une grande 

quantite de matiere a faible cout selon une technique bien connue de l'homme du 
metier et couramment employee. Toutefois, elle ne peut etre poursuivie jusqu'a 
Tobtention de la couche mince de 1'epaisseur desiree, car comme explique 
precedemment, on aboutit alors a une forte diminution de rendement 



1er depot 

8 

En effet, la poursuite de ce procede au dela des epaisseurs precitees 
de 40 a 50 ^im augmente fortement le risque de rupture ou d'ebrechures des 
plaquettes. 

Par ailleurs, l'epaisseur obtenue, notamment apres une attaque 
5 chimique n'est plus homogene. 

De plus, l'amincissement mecanique par pondage laisse une zone 
superficielle de quelques microns d'epaisseur legerement endommagee. Or lorsque 
Ton s'approche de l'epaisseur finale desiree, c'est a dire une epaisseur d'une 
vingtaine de micrometres, voire moins, ceci n f est pas acceptable. 
10 Enfin, apres une attaque chimique, la plaquette est generalement 

attaquee plus fortement a sa peripheric qu'en son centre. Lorsque Ton atteint de 
faibles epaisseurs, il s'en suit une diminution de diametre et done une diminution de 
la surface susceptible d'etre occupee par les composants. 

On notera toutefois que cette premiere etape d'amincissement 
15 mecanique et/ou chimique bien qu'avantageuse est facultative et que 1'etape suivante 
d'implantation d'especes atomiques pourrait etre realisee directement sur la face 
arriere 4 de la plaquette 1 non amincie. 

La troisieme etape du procede illustree sur la. figure 3 consiste a 
implanter des especes atomiques (fleches I) a Tinterieur de ladite plaquette 1, de 
20 fa9on a obtenir une zone de fragilisation 5 ou zone d'apparition de defauts, a une 
profondeur voisine de la profondeur moyenne d'implantation P desdites especes 
atomiques. 

Selon une caracteristique fondamentale de l'invention, cette 
implantation est effectuee depuis la face arriere 4' (ou 4 si la plaquette n'a pas ete 
25 amincie au prealable), e'est a dire la face ne portant pas de composants 
electroniques. 

Par implantation d'especes atomiques, on entend tout bombardement 
d'especes atomiques, moleculaires ou ioniques, susceptible d'introduire ces especes 
dans un materiau, avec un maximum de concentration de ces especes dans ce 
30 materiau, ce maximum etant situe a une profondeur determinee par rapport a la 
surface bombardee. Les especes atomiques moleculaires ou ioniques sont 
introduites dans le materiau avec une energie egalement distribute autour d'un 
maximum. 

L'implantation des especes atomiques dans le materiau peut etre 
35 realisee par exemple grace a un implanteur par faisceau d'ions ou un implanteur par 
immersion dans un plasma. 
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De preference, cette implantation est realisee par bombardement 
ionique. Celui-ci consiste en une etape d'implantation ionique au cours de laquelle 
la face arriere de la plaquette 1 est bombardee par des especes atomiques. De 
preference, celle-ci sont choisies parmi les ions de gaz rares (du type helium, neon, 
5 krypton, xenon) et de gaz hydrogene, pris isolement ou en combinaison, afin de 
creer dans le volume du substrat et a une profondeur moyenne de penetration des 
ions, une couche de microcavites 5 separant ladite plaquette en deux parties. 

De preference toutefois, les especes atomiques implantees consistent 
en de Thydrogene uniquement. 

10 La zone de fragilisation 5 ainsi formee delimite une partie avant 6 

correspondant a la partie superieure de la plaquette 1 et s'etendant de la face avant 2 
supportant les composants 3 jusqu'a ladite zone de fragilisation 5 et une partie 
arriere 7 formee du reste de ladite plaquette 1. 

L'energie des ions implantes permet de determiner la profondeur 

15 moyenne P d'implantation des ions, calculee depuis la surface de la face arriere;4', 
tandis que la dose moyenne implantee permet de determiner la quantite de defauts 
de structure formes a cette profondeur P. L'homrae du metier ajustera ces dfeux 
parametres en consequence. L'expression profondeur moyenne P signifie que celle- 
ci ne presente pas une valeur unique, mais peut presenter plusieurs valeurs voisines. 

20 Dans le mode de realisation illustre sur la figure 3, on utilise une 

implantation a haute energie, c'est-a-dire effectuee a environ 1 MeV. %i 

A titre d'exemple, avec une telle energie et en implantant Me 
fhydrogene monoatomique dans une plaquette de silicium, ceci permet d'obtenir 
une profondeur d^mplantation de 15 \xm environ. 

25 Des equipements permettant d'obtenir une telle energie 

d'implantation existent actuellement Au Japon par exemple, le Japan Atomic 
Energy Research Institute (JAERI) a developpe et utilise un implanteur hydrogene 
dans des gammes d'energie de 1 MeV avec la specificite de retenir un etat de charge 
-1 pour les ions Hydrogene (ions H-). Pour le cas de l'Helium, le document 

30 WO 00/61 841 par exemple, utilise une energie d'implantation de 3,8 MeV. 

Les etapes suivantes du precede, illustrees sur les figures 4 et 5 
consistent a effectuer le retrait de la partie arriere 7 de la plaquette 1 . 

Dans le cas present, cette partie arriere 7 est d'une epaisseur 
suffisante pour se presenter sous la forme d'une couche monobloc, c'est a dire 

35 formant un tout. 
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Son retrait ou sa separation de la partie avant 6 est alors realise par 
application d'un traitement thermique a une temperature T et/ou par application de 
contraintes mecaniques exterieures. 

Plus precisement, cette separation peut s'effectuer soit uniquement 
5 sous Taction de Vapport d'un budget thermique approprie, par chauffage de la 
plaquette 1 a une temperature suffisante pour provoquer une separation (fleches S, 
voir figure 6) entre les deux parties 6 et 7 de la plaquette, soit uniquement par 
application de contraintes mecaniques exterieures, sans traitement thermique. 

Selon une variante, cette separation peut egalement etre effectuee 
10 avec Taide d'une contrainte mecanique exterieure, appliquee pendant ou apres 
l'etape de traitement thermique.. 

L'application d'une contrainte mecanique peut consister a exercer une 
flexion et/ou une traction sur les deux parties 6 et 7 ou a introduire entre elles une 
lame ou un jet d'eau par exemple. II peut egalement s'agir de l'application d'un 
1 5 cisaillement ou d'ultrasons. 

Cela peut consister egalement a diriger un jet de fluide (liquide ou 
gazeux) continu ou temporellement variable au niveau de l'interface des "couches a 
separer. 

Les contraintes mecaniques exterieures peuvent egalement avoir pour 
20 origine une energie electrique (application d'un champ electrostatique ou 
electromagnetique). 

Les contraintes ayant pour origine une energie thermique peuvent 
deriver de l'application d'un champ electromagnetique, d'un faisceau d'electrons, 
d'un chauffage thermoelectrique, d'un fluide cryogenique, d'un liquide super- 
25 refroidi, etc. On peut alors observer au niveau de la zone fragilisee 5 des 
phenomenes de radiation, convection, conduction, augmentation de la pression dans 
les microcavites formees, etc. 

Selon les parametres d'implantation (temperature ...) et/ou selon les 
modes de separation (budget thermique, importance des efforts mecaniques mis en 
30 jeu, etc.), l'homme du metier adaptera la dose d'implantation. Typiquement, si Ton 
implante de Fhydrogene monoatomique dans du silicium, a une energie de 1 MeV, 
on utilisera des doses d'implantation de quelques 10 i7 atomes d'hydrogene 
monoatomique. On enleve ainsi une epaisseur de 1 5 \im. 

La partie avant 6 ainsi obtenue constitue la couche mince. Cette 
35 derniere supporte les composants et/ou les circuits 3. La face arriere 4" de cette 
couche mince peut dans certains cas etre polie (voir figure 6) ou subir divers 
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traitements de surface appropries pour devenir absolument plane. Toutefois, -la 
planeite n'est pas obligatoire puisqu'il s'agit justement de la face arriere. 

La couche mince 6 ainsi obtenue est d'une epaisseur suffisante pour 
etre auto-portee, elle peut ensuite etre decoupee et reportee puce par puce, sur une 
carte de support plastifiee, par exemple. La decoupe en puce peut egalement avoir 
lieu avant ramincissement. 

Si l'epaisseur enlevee, c'est-a-dire l'epaisseur de la partie arriere 7 est 
insuffisante, les etapes illustrees sur les figures 3, 4 et 5 sont repetees sur la face 
arriere 4" de la partie avant 6 (ou couche mince 6), jusqu'a ce que celle-ci presente 
l'epaisseur desiree. 

Une telle couche mince 6 presente une epaisseur comprise entre 
environ 1 et 40 jam. 

Une implantation a tres haute energie, c'est a dire au-dela de 1 MeV 
(par exemple 5 MeV) pourrait permettre d'augmenter la profondeur. P 
d'implantation des ions et d'enlever une epaisseur de materiau plus importante 
encore. 

Une deuxieme variante de realisation du procede selon Tinvention est 
illustree sur les figures 7 a 12. 

La figure 9 illustre l'etape d'implantation des especes gazeuses 
effectuee sur la face arriere 4 1 de la plaquette amincie, (voire meme directement sur 
la face arriere 4 de la plaquette 1 non amincie au prealable), s 

Dans ce cas, l'implantation est effectuee par bombardement ionique a 
l'aide .des implanteurs couramment utilises actuellement en micro-electronique. 
L'energie d'implantation est faible, c'est-a-dire voisine de quelques centaines de 
KeV. 

Pour l'implantation, on se reportera a ce qui a ete decrit precedement 
pour le premier mode de realisation. 

A litre d'exemple, pour une implantation d'hydrogene monoatomique 
dans du silicium, a une energie d'implantation de 210 KeV ? avec une dose 
d'implantation comprise entre 2.10 16 et 10 17 atonies d'hydrogene monoatomique par 
cm , on peut realiser une zone de fragilisation 5 a une profondeur d'implantation P 
d'environ 1,5 a 2 j^m. 

On applique ensuite un raidisseur . 9, sur la face avant 2 de la 

plaquette I. 

Par le terme "application", on entend aussi bien une application par 
depot, telle que par pulverisation ou par depot chimique en phase vapeur (en anglais 
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CVD pour "chemical vapor deposition"), avantageusement dune couche d'oxyde de 
silicium (Si0 2 ) ? par exemple, qu'une application "physique" consistant a venir poser * 
une plaque rigide ou un film souple sur ladite face avant 2. 

Ces techniques sont connues de Thomme du metier. 
5 Dans le cas de la plaque rigide, il peut s'agir d'une plaque de verre ou 

de silicium mono ou polycristallin. 

Dans le cas du film souple, il peut s'agir d ? un film de matiere 
plastique ou de polytetrafluoroethylene connu sous la marque deposee "Teflon", ou 
d'un ruban adhesif. 
10 Le raidisseur peut egalement etre une couche de cire 

En fonction de Tutilisation ulterieure envisagee pour ce raidisseur 9, 
cette application pourra etre de nature definitive ou temporaire et le materiau utilise 
sera choisi en consequence. 

Ainsi, ce raidisseur 9 peut avoir uniquement comme fonction de 
15 faciliter temporairement la manipulation de la couche mince obtenue et notamment 
la decoupe des puces. 

II pourra alors etre enleve au cours de la derniere etape du procede 
(voir figure 12), voire meme apres la decoupe et L'encartage par un traitement 
thermique et/ou mecanique permettant d'eliminer la colle le liant a la face 
20 superieure 2 de la plaquette ou par un traitement chimique, connu sous la 
terminologie anglaise de "lift-off \ et consistant a dissoudre la colle par action d'un 
solvant approprie. 

Le raidisseur 9 peut egalement etre maintenu temporairement par 
collage eutectique ou collage par adhesion moleculaire. Toutefois, dans ce cas, la 
25 surface arriere 4' doit presenter un bon etat de surface ou etre polie. 

Au contraire, ce raidisseur 9 peut servir defmitivement de substrat 

support. 

Bien que rutilisation de ce raidisseur 9 sur la face avant du substrat 
soit decrite uniquement dans le deuxieme mode de realisation du procede, elle 
30 pourrait egalement etre envisagee avec le premier et le troisieme mode de 
realisation. 

Les figures 10 et 1 1 illustrent Petape de retrait de la partie arriere 7. 

Dans cette gamme d'epaisseur d'implantation peu profonde, la partie 
arriere 7 rtexfolie pas ou seulement de fa<?on partielle. Elle ne presente pas d f aspect 
35 homogene. II se fonne des cloques 10 et la partie arriere 7 se presente plutot comme 
une pluralite de copeaux de matiere (de miettes). 
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Cette partie arriere 7 est alors retiree par exemple par brossage 1 1 
(voir figure 11) ou par soufflage d'un jet de fluide, par exemple un jet de liquide 
sous pression ou un jet de gaz, tel de l'air comprime. Le brossage 1 1 utilise est par 
exemple un brossage ("scrubber" selon l'equivalent anglo-saxon) tel que ceux 
5 utilises couramment en micro-electronique en association avec des etapes de 
polissage mecano-chimique (CMP pour "chemical mechanical polishing" selon 
l'equivalent anglo-saxon). Par brossage, il faut aussi entendre toute autre technique 
equivalente connue de I'homme du metier pennettant d'enlever des pailicules et 
autres copeaux de matiere, tel qu'un polissage ou utilisation d r une raclette. 
10 Les etapes illustrees sur les figures 9, 10 et 11 sont repetees sur la 

face arriere 4" de la partie 6 jusqu'a Tobtention de la couche mince illustree en 
figure 12. 

Enfin, les figures 13 a 17 illustrent un troisieme mode de realisation 
du procede selon l'invention. 
15 L'etape illustree sur la figure 15 est identique a ce qui vient d'etre 

decrit pour la figure 9. 

Dans ce cas, apres l'etape d'implantation ionique a basse ener'gie 
(figure 15), on depose sur la face arriere 4' de la plaquette amincie (ou 
respectivement 4 1 de la plaquette non amincie), un raidisseur 12. 
20 Ce qui a ete decrit pour le raidisseur 9 place sur la face avant 2 

s'applique au raidisseur 12 qui ne sera pas decrit davantage. ,tv 

Les operations illustrees sur les figures 15, 16 et 17 peuvent etre 
repetees plusieurs fois sur la face arriere 4" de la partie avant 6 (ou couche mince 
6), jusqu'a ce que celle-ci presente l'epaisseur desiree telle qu'illustree sur les figures 
25 6oul2. * 

Le procede d'obtention de couches minces qui vient d'etre decrit, 
quel que soit le mode de realisation choisi, presente Tavantage d'etre realise sur des 
plaquettes standards, couramment utilisees en micro-electronique, sur lesquelles les 
composants et/ou les circuits electroniques sont disposes a l'aide d'equipements 
30 courants. II n'est done absolument pas necessaire de modifier ces etapes prealables 
de realisation de la plaquette avant d'effectuer le procede selon l'invention. 

D'une maniere plus generale, ce procede s'applique a tout substrat 
portant ou destine a porter des composants electroniques sur sa face avant. 

On donnera ci-apres onze exemples de realisation particuliers du 
35 procede selon l'invention. 
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Exemple 1 : * 

Une plaquette de silicium mondcristallin 1 d'un diametre de 200 mm 
et d'une epaisseur de 725 pm, dont la face avant 2 supporte des composants et/ou 
des circuits electroniques 3, est soumise a une premiere etape d'amincissement 
5 mecanique et/ou chimique. On obtient ainsi une plaquette amincie d'une epaisseur 
de 50 pm. 

On effectue alors sur la face arriere 4\ une etape d'implantation 
ionique d'ions H + , a une energie de 1 MeV, selon une dose d'implantation de 
1,8.10 17 H + /cm 2 . Cette implantation est realisee a temperature ambiante. La 
10 profondeur moyenne d'implantation P est de 15 jim. 

On applique ensuite une contrainte thermique a la plaquette, par 
chauffage a 400° C ce qui permet de proceder a l'exfoliation de la partie arriere 7 
d ! une epaisseur d f environ 15 pm. 

La couche mince 6 obtenue presente une epaisseur de 35 pm. 

15 

Exemple 2 : 

On procede de fa<?on identique a ce qui vient d'etre decrit pour 
Texemple 1, sauf que le traitement thermique est effectue a* 350°C et que Ton 
procede au retrait de la partie arriere 7 se presentant sous forme d'un film monobloc 
20 continu par arrachement a l'aide d 1 un ruban adhesif. 

La couche mince 6 obtenue presente une epaisseur de 35 jam. 

Exemple 3 : 

Les etapes d f amincissement prealable et d'implantation sont 
25 identiques a ce qui a ete decrit pour 1'exemple 1, sauf que l'epaisseur de la plaquette 
1 apres ramincissement mecanique et/ou chimique est de 40 jj.ni, que Tenergie 
d'implantation est de 750 keV, que la profondeur moyenne d'implantation P est de 
10 |iim et que la dose d'implantation est de 1,3.10 17 HVcrnl 

Apres traitement thermique a 400°C, la partie avant 6 presente une 
30 epaisseur de 30^m. 

On procede ensuite deux fois de suite au cycle consistant a realiser 
une implantation dans les conditions mentionnees ci-dessus ? puis a un traitement 
thermique a 400°C. On retire une epaisseur de 10 pm a chaque fois. 

En consequence, la couche mince 6 finale obtenue presente une 
35 epaisseur de 10 nm. 
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Exemple 4 : 

Les etapes d'amincissement prealable et d'implantation sont 
identiques a ce qui a ete decrit pour Fexemple 2, sauf qu'avant la premiere etape 
d'amincissement mecanique et/ou chimique, on depose un raidisseur 9 sur la face 
avant 2 de la plaquette. Ce raidisseur 9 etant une plaque de silicium collee par une 
couche d'oxyde de 5 \xm d'epaisseur , planarise avant le collage, ce collage etant 
effectue par collage direct (connu sous l'expression anglo-saxonne de "wafer 
bonding". 

La couche mince 6 obtenue presente une epaisseur de 35 \xm. 
Exemple 5 : 

Les etapes d'amincissement prealable et d'implantation sont 
identiques a ce qui a ete decrit pour l'exemple 1, sauf que l'epaisseur de la plaquette 
1 apres Tamincissement mecanique et/ou chimique est de 30 |im, que l'energie 
d'implantation est de 200 keV, que la profondeur moyenne d'implantation P est de 2 
Hm, que la dose d'implantation est de 8.10 16 tfVcm 2 et que Ton a depose une couche 
d'oxyde de 50 |im avant Tamincissement mecanique et/ou chimique. /* 

Le traitement thermique a 400°C est suivi de Tan*achement de 
copeaux de 2 jum d'epaisseur a l'aide d'un ruban adhesif. 

La partie avant 6 obtenue presente une epaisseur de 28 \im. 

Ce cycle d'operation est repete quatre fois, jusqu'a obtehir une 
couche mince 6 d'une epaisseur finale de 20 [im apres enlevement de 1'oxyde; 

Exemple 6 : 

Les etapes d'amincissement prealable et d'implantation sont 
identiques a ce qui a ete decrit pour l'exemple 4, sauf que l'epaisseur de la plaquette 
1 apres ramincissement mecanique et/ou chimique est de 30 yim, que ['implantation 
est une implantation plasma, que l'energie d'implantation est de 50 keV, que la 
profondeur moyenne d'implantation P est de 0,5 jim et que la dose d'implantation 
est de 1 .10 17 H7cm 2 et que le traitement thermique est effectue a 400°C. 

On procede ensuite au brossage pour retirer la partie arriere 7. 

La partie avant 6 obtenue presente une epaisseur de 29,5 jxm. 

Ce cycle d'operation est repete vingt fois, jusqu'a obtenir une couche 
mince 6 d'une epaisseur finale de 20 \xm apres enlevement de la plaque de silicium 
et de 1'oxyde. 
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Exemple 7 : 

Les etapes d'amincissement prealable et d'implantation sont 
identiques a ce qui a ete decrit pour l'exemple 1, sauf que l'epaisseur de la plaquette 
5 1 apres l'amincissement mecanique et/ou chimique est de 30 \im, que 1'energie 
d'implantation est de 200 keV, que la profondeur moyenne d'implantation P est de 2 
fim et que la dose d'implantation est de 1.10 17 H + /cm 2 . 

En outre, apres le traitement thermique qui est realise a 300°C 
seulement, on procede au collage d'un raidisseur constitue d'une plaque de verre sur 
10 la face avant 2. Le collage etant effectue a l'aide d'une colle reversible sous les U.V. 

La partie avant 6 obtenue presente une epaisseur de 28 jim. 
Ce cycle d'operation est repete cinq fois, jusqu'a obtenir une couche 
mince 6 d ! une epaisseur finale de 20 Jim apres enlevement du raidisseur avec, si 
necessaire, le renouvellement du raidisseur sur la face avant entre chaque cycle. 
15 Ainsi, le raidisseur peut etre ote apres l'enlevement de la couche 7 et etre remplace 
par un autre raidisseur pour le cycle suivant. 

Exemple 8 : 

Les etapes d'amincissement prealable et d'implantation sont 
20 identiques a ce qui a ete decrit pour l'exemple 7, sauf que l'epaisseur de la plaquette 
1 apres Tamincissement mecanique et/ou chimique est de 40 pm, que 1'energie 
d'implantation est de 750 keV, que la profondeur moyenne d'implantation P est de 
10 (im et que la dose d'implantation est de 1,3-10 17 H + /cm 2 . 

En outre, apres le traitement thermique qui est realise a 300°C 5 on 
25 procede au collage d'un raidisseur constitue d'une plaque de verre sur la face avant 
2. Le collage etant effectue a l'aide d'une colle reversible sous les U.V. 

Ensuite, on procede au collage d'un raidisseur constitue d'une plaque 
de verre sur la face arriere. Le collage est effectue a l'aide d'une colle reversible 
sous les U.V. 

30 On procede alors a Tarrachement mecanique de la partie arriere 7 par 

introduction entre les deux plaques de verre, au niveau de la zone de fragilisation 5, 
d'une lame ou d'un jet d'air ou d'eau comprime. 

La partie avant 6 obtenue presente une epaisseur de 30 p.m. 
Ce cycle d'operation est repete trois fois, jusqu'a obtenir une couche 
35 mince 6 d'une epaisseur finale de 10 jim apres enlevement du raidisseur avec, si 
necessaire, le renouvellement du raidisseur de la face avant entre chaque cycle. 
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Exemple 9 : 

On precede rigoureusement comme dans 1'exemple 7 sauf qu'a la 
place du raidisseur en face avant, on colle un raidisseur sur la face arriere, sous 
5 forme d'une couche de cire et que Ton arrache la partie arriere 7 par un arrachage du 
type "epilation". 

Exemple 10 : 

Une plaquette de silicium monocristallin 1 d'un diametre de 200 mm 
10 et d'une epaisseur de 725 jim, dont la face avant 2 supporte des composants et/ou 
des circuits electroniques 3, est soumise a une premiere etape d'amincissement 
mecanique et/ou chimiqne. On obtient ainsi une plaquette amincie d'une epaisseur 
de 35 jam. 

On effectue alors sur la face arriere 4', une etape d'implantation 
15 ionique d'ions H + , a une energie de 750 keV, selon une dose d'implantatiorfr de 
1,3. 10 17 H + /cm 2 . Cette implantation est realisee a temperature ambiante.^La 
profondeur moyenne d'implantation P est de 10 jam. 

Avant la premiere etape d'amincissement mecanique et/ou chimique, 
on depose un raidisseur 9 sur la face avant 2 de la plaquette. Ce raidisseur 9 est une 
20 plaque de silicium collee par une couche d'oxyde de 5 ^m d'epaisseur , planarise 
avant le collage, ce collage etant effectue par collage direct (connu sous Texpression 
anglo-saxonne de "wafer bonding"). Ce raidisseur reste en place jusqu'a la firTdu 
precede. 

On applique ensuite une contrainte thennique a la plaquette, par 
25 chauffage a 400° C puis brossage, ce qui pennet de proceder a Texfoliation de la 
partie arriere 7. 

La partie avant 6 obtenue presente une epaisseur de 25 jam. 
On repete ensuite 1'etape d'implantation precitee, le traitement a 
400°C et le brossage. L'epaisseur restante de la partie avant 6 est de 15|um. 
30 On repete de nouveau 1'etape d'implantation precitee, le traitement a 

400°C et le brossage. L'epaisseur restante de la partie avant 6 est de 5jim. 

Enfin, on precede a une nouvelle implantation ionique d'ions H + , 
mais a une energie de 200 keV, selon une dose d'implantation de 8.10 16 ff/cm 2 et 
avec une profondeur moyenne d'implantation P est de 2 jam. 
35 La couche mince 6 finale obtenue presente une epaisseur de 3 jam. 
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Dans les exemples de mise en oeuvre decrits ci-dessus, la plaquette 1 
est en silicium, voire silicium sur isolant Mais, elle peut aussi etre realisee dans 
d'autres materiaux tels que : un materiau choisi parmi le germanium, un alliage de 
silicium et de germanium (SiGe), le carbure de silicium, Tarseniure de gallium, le 
phosphure d'indium, le nitrure de gallium ou le nitrure d'aluminium. 
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REVINDICATIONS 



1. Procede d'obtention d'une couche mince (6) d'un materiau semi- 
conducteur, supportant au moins un composant et/ou circuit electronique (3) sur 
Tune de ses faces, a partir d f une plaquette (1) dudit materiau semi-conducteur, cette 
plaquette (1) presentant une premiere face (2), dite "face avant", supportant - ou 

5 destinee a supporter - au moins un composant et/ou circuit electronique (3) et une 
deuxieme face opposee (4), dite "face arriere", caracterise en ce qu'il comprend les 
etapes consistant a : 

a) implanter des especes atomiques a l'interieur de ladite plaquette 
(1), depuis sa face arriere (4, 4 1 ), de fa?on a obtenir une zone de fragilisation (5) a 

10 une profondeur voisine de la profondeur moyenne (P) d ? implantation desdites 
especes atomiques, cette zone de fragilisation (5) delimitant une partie avant (6) 
s'etendant de ladite face avant (2) a ladite zone de fragilisation (5) et une partie 
arriere (7) formee du reste de la plaquette (1), 

b) retirer ladite partie arriere (7) de la plaquette (1), la partie avant 
1 5 (6) obtenue constituant ladite couche mince, 

c) repeter, si necessaire, les etapes a) et b) sur la face arriere (4 M ) de 
ladite couche mince (6) jusqu'a ce que celle-ci presente l'epaisseur desiree. 

2. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu'il consiste avant la toute premiere etape a) a amincir ladite 

20 plaquette (1) par un procede d'amincissement mecanique et/ou chimique realise sur 
sa face arriere (4). 

3. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1 
ou 2, caracterise en ce qu'il consiste a realiser au moins un composant et/ou circuit 
electronique (3) sur la face avant (2) de ladite plaquette (1), avant toute etape 

25 ulterieure. 

4. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que l'etape d'implantation d'especes atomiques est une 
implantation d'especes gazeuses. 

5. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 4, 
30 caracterise en ce que l'espece gazeuse implantee est de Thydrogene. 

6. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1 , 
3 ou 4, caracterise en ce que ('implantation d'especes atomique est effectuee par 
bombardement ionique. 
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REVENDICATIONS 



1, Procede d'obtention d'une couche mince (6) auto-portee d'un 
materiau semi-conducteur, supportant - ou destinee a supporter - au moins un 
composant et/ou circuit electronique (3) sur Tune de ses faces, a partir d'une 
plaquette (1) dudit materiau semi-conducteur, cette plaquette (1) presentant une 

5 premiere face (2), dite "face avant", supportant - ou destinee a supporter - au moins 
un composant et/ou circuit electronique (3) et une deuxieme face opposee (4), dite 
"face arriere", caracterise en ce qu'il comprend les etapes consistant a : 

a) implanter des especes atomiques a l'interieur de ladite plaquette 
(1), depuis sa face arriere (4, 4'), de fa9on a obtenir une zone de fragilisation (5) a 

10 une profondeur voisine de la * profondeur moyenne (P) d'implantation desdites 
especes atomiques, cette zone de fragilisation (5) delimitant une partie avant (6) 
s'etendant de ladite face avant (2) a ladite zone de fragilisation (5) et une partie 
arriere (7) formee du reste de la plaquette (1), 

b) retirer ladite partie arriere (7), de la partie avant (6), pour amincir 
15 la plaquette (1), r 

c) repeter, si necessaire, les etapes a) et b) sur la face arriere (4") de 
ladite partie avant (6) jusqu'a ce que celle-ci presente Tepaisseur desiree, pour 
constituer ladite couche mince (6) auto-portee. 

2. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1 , 
20 caracterise en ce qu'il consiste avant la toute premiere etape a) a amincir ladite 

plaquette (1) par un procede d'amincissement mecanique et/ou chimique realise sur 
sa face arriere (4). 

3, Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1 
ou 2, caracterise en ce qu'il consiste a realiser au moins un composant et/ou circuit 

25 electronique (3) sur la face avant (2) de ladite plaquette (1), avant la toute premiere 
etape a) d'implantation. 

4. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que l'etape d'implantation d'especes atomiques est une 
implantation d'especes gazeuses. 

30 5. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 4, 

caracterise en ce que Tespece gazeuse implantee est de l'hydrogene. 
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7. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que ladite partie arriere (7) se presente sous la forme d'une couche 
monobloc de materiau. 

8. Procede d'obtention d ! une couche mince selon la revendication 1 , 
5 caracterise en ce que ladite partie arriere (7) se presente sous la forme d'une 

pluralite de copeaux de matiere. 

9. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1 , 
7 ou 8, caracterise en ce que l'etape de retrait de la partie arriere (7) est effectuee par 
application d'un traitement thermique et/ou de contraintes mecaniques exterieures. 

10 10, Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 8, 

caracterise en ce que l'etape de retrait de la partie arriere (7) est effectuee par 
brossage (1 1). 

11. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 7 
ou 8, caracterise en ce que l'etape de retrait de la partie arriere (7) est effectuee par 

15 soufflage d'un jet de fluide. f ^ 

12. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 7 
ou 8, caracterise en ce que l'etape de retrait de la partie arriere (7) est effectuee;par 
application d'un raidisseur (12) sur la face arriere (4, 4\ 4") de ladite plaquette (1), 
puis application d'un traitement thermique et/ou de contraintes mecaniques 

20 exterieures sur ce raidisseur (1 2). 

13. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que Ton applique un raidisseur (9) sur la face avant (2)-de ladite 
plaquette (1). 

14. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
25 13, caracterise par le fait que Ton applique le raidisseur (9) avant l'etape de retrait de 

la partie arriere (7). 

15. Procede d'obtention d'une couche mince selon Tune des 
revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est applique pat- 
depot. 

30 16. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 

15, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est une couche d'oxyde de silicium. 

17. Procede d'obtention d'une couche mince selon Tune des 
revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est une plaque 
rigide. 
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6. Procede d r obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
3 ou 4, caracterise en ce que 1'implantation d'especes atomique est effectuee par 
bombardement ionique. 

7. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
5 caracterise en ce que ladite partie arriere (7) se presente sous la forme d'une couche 

monobloc de materiau. 

8. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que ladite partie arriere (7) se presente sous la forme d'une 
pluralite de copeaux de matiere. 

10 9, Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 

7 ou 8, caracterise en ce que l'etape de retrait de la partie arriere (7) est effectuee par 
application d'un traitement thermique et/ou de contraintes mecaniques exterieures. 

10. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 8, 
caracterise en ce que l'etape de retrait de la partie arriere (7) est effectuee par 

15 brassage (1 1). 

11. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 7 
ou 8, caracterise en ce que l'etape de retrait de la partie arriere (7) est effectuee par 
soufflage d'un jet de fluide. 

12. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 7 
20 ou 8, caracterise en ce que l'etape de retrait de la partie arriere (7) est effectuee par 

application d'un raidisseur (12) sur la face arriere (4, 4 1 , 4") de ladite plaquette (1), 
puis application d'un traitement thermique et/ou de contraintes mecaniques 
exterieures sur ce raidisseur (12). * 

13. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
25 caracterise en ce que Ton applique un raidisseur (9) sur la face avant (2) de ladite 

plaquette (1). 

14. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
13, caracterise par le fait que Ton applique le raidisseur (9) avant l'etape de retrait de 
la partie arriere (7). 

30 15. Procede d'obtention d'une couche mince selon Tune des 

revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est applique par 
depot. 

16. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
15, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est une couche d'oxyde de silicium. 
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18. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
17, caracterise en ce que la plaque rigide (9, 12) est en silicium monocristallin ou 
polycristallin. 

19. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
5 17, caracterise en ce que la plaque rigide (9, 12) est en verre. 

20. Procede d'obtention d'une couche mince selon l'une des 
revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est un film souple. 

21. Procede d'obtention d'une couche mince selon Tune des 
revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est un film adhesif. 

10 22, Procede d'obtention d'une couche mince selon l'une des 

revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est une couche de 
cire. 

23. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
13 ou 14, caracterise en ce que le raidisseur (9) est applique sur la face avant (2) de 

1 5 maniere definitive. 

24. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
13 ou 14, caracterise en ce que le raidisseur (9) est applique sur la face avant (2) de 
maniere provisoire. 

25. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1 , 
20 caracterise en ce que ladite plaquette (1) est en silicium. 

26. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que ladite plaquette (1) est une plaquette de silicium sur isolant.f 

27. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que ladite plaquette (1) est realisee dans un materiau choisi parmi 

25 le germanium, un alliage de silicium et de germanium (Si-Ge), le carbure de 
silicium, l'arseniure de gallium, le phosphate d'indium, le nitrure de gallium ou le 
nitrure d'aluminium. 
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17. Precede d'obtention d'une couche mince selon Tune des 
revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est une plaque 
rigide. 

18. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
5 17, caracterise en ce que la plaque rigide (9, 12) est en silicium monocristallin ou 

polycristallin. 

19. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
17, caracterise en ce que la plaque rigide (9, 12) est en verre. 

20. Procede d'obtention d'une couche mince selon l'une des 
10 revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est un film souple. 

21. Procede d'obtention d'une couche mince selon Tune des 
revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9 5 12) est un film adhesif 

22. Procede d'obtention d'une couche mince selon l'une des 
revendications 12 a 14, caracterise en ce que le raidisseur (9, 12) est une couche de 

15 cire. 

23. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 
13 ou 14, caracterise en ce que le raidisseur (9) est applique sur la face avant (2) de 
maniere provisoire. 

24. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
20 caracterise en ce que ladite plaquette (1) est en silicium. 

25. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que ladite plaquette (1) est une plaquette de silicium sur isolant 

26. Procede d'obtention d'une couche mince selon la revendication 1, 
caracterise en ce que ladite plaquette (1) est realisee dans un materiau choisi parmi 

25 le germanium, un alliage de silicium et de germanium (Si-Ge), le carbure de 
silicium, l'arseniure de gallium, le phosphate d'indium, le nitrure de gallium ou le 
nitrure d'aluminium. 
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